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Abstract of FR2629596 

The Invention relates to the measurement of 
very low concentrations of compounds 
contained in a fluid. It relates to a sensitive 
element in which a membrane, which is 
capable of selectively fixing a compound to be 
analysed, is carried by an electrode 14 formed 
on one face of a ferroelectric film 10. When an 
AC voltage is applied between the electrode 
14 carrying the membrane and another 
electrode 1 2, the shift in the resonant 
frequency, which is due to the membrane 
fixing the compound to be analysed, makes it 
possible to measure the concentration of this 
compound. Application to the detection of 
substances contained by biological fluids or by 
the atmosphere. 
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Element sensible et capteur selectifs comprenant un polymere ferro6lectrique, 



(57) Llnvention concerne la mesure de tres faibles concentra- 
tions de composes contenus dans un flutda 

Etle se rapporte a un element sensible dans lequel une 
membrane, capable de fixer sfilectivement un compost a ana- 
lyser, est portee par une electrode 14 formee sur une face 
d'un film ferroelectrique 10. Lorsqu'une tension alternative est 
appliquge entre l'6lectrode 14 portant la membrane et une 
autre electrode 12. le deplacement de la frequence de reso- 
nance, dO a la fixation par la membrane du compose a 
analyser, permet la mesure de la concentration de ce compose. 

Application a la detection de substances contenues par des 
ftuides biologiques ou par ('atmosphere. 
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A 2629596 

ELEMENT SENSIBLE ET CAPTEUR SELECTIFS 
CCMPORTANT UN PQLYMERE FERROELECTRIQOB 

V invention concerne la detection et la mesure de 
composes presents en faibles quantity dans des fluides, et 
plus precisSment, elle concerne un Element sensible desti- 
ne a la detection et i la mesure d'au moins un compose 
5 present a une faible concentration dans un f luide, et un 
capteur comportant au moins un tel Element sensible. 

Dans divers domaines techniques, il est souhaitable 
qu'un ou plusieurs composes particuliers presents h une 
. faible concentration puissent €tre d&tectes. 
10 Un premier exemple est celui dans lequel la presence 

de composes toxiques doit etre evitfie pour des raisons de 
s6curite. Ainsi, il est souhaitable que la concentration de 
l'uree puisse etre mesuree dans un f luide biologique. 

Un autre exemple est celui de la detection de traces 
15 de composes peu volatils indiquant la presence & proximite 
de grandes quantity de ces composes. Ainsi, il est souhai- 
table que la presence dans 1' atmosphere de traces de stupe - 
fiants tels que la morphine, 1' heroine et la cocaine puisse 
etre determinee, car elle est un indice de la presence a 
20 proximity de grandes quantity de telles substances* 

On connait deji des capteurs comprenant des transis- 
tors & effet de champ a grille Isolde dont la grille est 
revetue d'une membrane enzymatique reactive. En presence de 
reactions chimiques spScifiques, le potentiel de la membra- 
25 ne varie et provoque une variation du potentiel elect rique 
de la grille, et en consequence du courant de drain. Le 
phdnomene g£n£rateur est une reaction chimique, et le para- 
metre utilise pour la mesure est l'intensite d'un courant 
61ectrique. 

30 On a aussi suggeri le revetement d'un .cristal de 

quartz par'un anticorps du parathion, et la detection de la 
frequence de resonance du quartz. Dans ce capteur, le 
phSnom&ne genSrateur est done une reaction chimique anti- 
corps-antigene, et le paramfetre utilise pour le mesure est 

35 la frequence de resonance d'un 61&ment piSzoelectrique 
rigide. 

On connait aussi 1' utilisation de polymeres ferro- 
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electriques dans plusieurs domaines, tels que l'acoustique 
sous-marine ou aSrienne, l'acoustique m£dicale et les cap- 
teurs piezoelectriques, de fagon generale. Ces materiaux 
sont tres utiles car ils sont moulables et deformables, 
5 contrairement aux capteurs piezoelectriques, et peuvent 
etre facilement realises avec toute epaisseur voulue. On 
peut done les utiliser dans des applications ou les cap- 
teurs de quartz sont inutilisables ou presque. 

On sait aussi que les polymeres piezoelectriques 

10 possedent des propri£tes tres avantageuses pour la realisa- 
tion de capteurs piezoelectriques. En effet, leurs proprie- 
tes piezoelectriques peuvent etre adaptees convenablement 
par utilisation de la transition entre leurs phases cris- 
tallines et par reglage de leur degre de cristallinite. 

15 Leur polarisation peut avoir l 1 orientation voulue, la mieux 
adaptee au capteur particulier realise. 

V invention met en oeuvre la combinaison de tous ces 
enseignements de la technique anterieure. pour la realisa- 
tion d ! elements sensibles et de capteurs ayant des proprie- 

20 tes originales et donnant des rSsultats qui n ! ont pas ete 
obtenus a ce jour avec d'autres capteurs. 

Plus precisement, l 1 invention concerne un element 
sensible destine k la detection d'au moins un compose 
present k une faible concentration dans un fluide ; cet 

25 element comprend un substrat etendu forme par au moins un 
film non rigide d'un polymSre ferroeiectrigue ayant deux 
grandes faces, deux electrodes dont l'une au moins est 
formee sur une grande face du substrat, et au moins une 
membrane formant une surface externe de l 1 element sensible, 

30 ■ la membrane etant d'un type capable de fixer sSlectivement 
ledit compose. 

Dans un premier mode de realisation de 1* invention, 
les deux electrodes sont formees sur les deux grandes faces 
du substrat, et la membrane est appliquee sur une electrode 

35 au moins, du cote oppose au substrat. II est avantageux 
dans ce cas que l f Epaisseur du substrat soit comprise entre 
1 et 100 urn. 
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Dans un second mode de realisation de 1 ! invention, 
le substrat comporte deux films ferroelectriques coiles 
I'un a 1' autre *par une de leurs faces et ayant des polari- 
sations de sens inverses, l f element sensible formant ainsi 
5 une structure . bimorphe. II est alors avantageux que la 
membrane soit disposee au moins k l'extremite du substrat 
qui est opposee a celle qui estdestinee a etre fixee. 

Dans un troisieme mode de realisation de . 1' inven- 
tion, le substrat est forme par un seul film de ' polymere 

10 ferroelectrique, et ce film constitue Tisolant de grille 
d'un transistor a effet de champ, la membrane etant dispo- 
see sur 1' electrode qui constitue 1' electrode de grille du 
transistor. II est alors avantageux que le substrat compor- 
te en outre une mince couche isolante sur chacune de ses 

15 faces, a la fois du cotd de l 1 electrode de grille et du 
cote d'un corps semi-conducteur contenant les regions de' 
source et de drain. 

De preference, le polymere ferroelectrique est choi- 
si dans le groupe qui comprend le fluorure de polyvinyli- 

20 dene, les copolymeres de fluorure de vinylidene et de 
trif luorethylene, les copolymeres de fluorure de vinylidene 
et de tetraf luorethylene, les melanges de deux au moins de 
ces polymere et copolymeres, et les melanges de l'un au 
moins de ces polymere et copolymeres avec du polymethacry- 

25 late de mSthyle. 

Pendant la detection, la membrane fixe selectivement 
ledit compose soit par un effet physique sterique, soit par 
une reaction chimique due a une af finite specif ique. Cette 
reaction chimique peut etre par exemple une reaction en2y- 

30 matique ou une reaction du type antigene-anticorps. 

II est tres avantageux que la membrane soit d'un 
type qui, apres fixation dudit compose, peut etre rtgen&re. 

L' invention concefne aussi un capteur destine a la 
detection qualitative ou quantitative d'un compose present 

35 a une faible concentration dans un fluide ; ce capteur 
comporte un element sensible tel que defini precedemment , 
un dispositif de montage destine a supporter V element 
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sensible, et au moins deux bornes d 1 alimentation electrique 
connectees aux deux electrodes. 

Dans un mode de realisation particulierement avanta- 
geux, ce capteur comprend un second Element sensible sem- 
5 blable au premier, le dispositif de montage etant tel que 
le second element n'est pas expos§ au compost qui doit etre 
detecte tout en etant place par ailleurs pratiquement dans 
les memes conditions que le premier element sensible, afin 
que le capteur permette une detection ou une mesure diffe- 
10 rentielle de la presence ou de la concentration dudit 
compose. 

D'autres caracteristiques et avantages de 1* inven- 
tion ressortiront mieux de la description qui va suivre, 
faite en reference au dessin annexe sur leguel : 
15 - la figure 1 est une coupe schematique d ! une partie 

d'un element sensible selon 1* invention ; 

- la figure 2 est une coupe schenvatique d'un capteur 
selon un premier mode de realisation de 1' invention ; 

- la figure 3 est une coupe schematique d'une va- 
20 riante du capteur de la figure 2 ; 

- la figure 4 est un schema du circuit d'un capteur 
differentiel du type represents sur la figure 3 ; 

. - la figure 5 est une coupe schematique d'un capteur 

selon un second mode de realisation de 1* invention ; 
25 - la figure 6 est une coupe schematique d'un tran- 

sistor a ef fet de champ a grille Isolde utilise dans un 
capteur de la technique anterieure ; 

- la figure 7 est une coupe schematique analogue a 
la figure. 6, representant un transistor a effet de champ 

30 ayant un isolant de grille form£ d'un polymere ferroelec- 
trique, selon la technique anterieure ; et 

- la figure 8 est une covpe schematique analogues 
aux figures 6 et 7, representant un transistor a effet de 
champ utilise dans un capteur selon 1' invention. 

35 La figure 1 represente la structure du capteur le 

plus simple selon 1' invention. Un substrat 10 est revetu, 
sur chacune de ses grandes faces, par deux electrodes 12 et 
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14. Une membrane 16 est disposee sur 1' electrode 14. 

Le substrat 10 est forme d'un polymfere ferroelectri- 
que qui est de preference un polymere de f luorure de viny- 
lidene. Un tel polymere est obtenu avec un taux eleve de 
5 cristallinite en phase 0 jusqu'a des temperatures relative- 
ment elevees, de l'ordre de 150 Q C. II peut former des 
couches realisees par ddpot chimique en phase vapeur, et 
I 1 orientation de sa polarisation peut etre determinee par 
un champ electrique convenablement applique. II peut aussi 

10 etre prepare par §tirage ou par les procedes classiques de 
fabrication de films. 

Le polymere f erroelectrique peut aussi etre consti- 
tue par un copolymere du f luorure de vinylidene, notamment 
avec le trif luorethylene et/ou le t§traf luorethylene. 

15 Le polymere de f luorure de vinylidene ou un ou 

plusieurs de ses copolymeres peuvent aussi etre melanges a 
un autre copolymere de fluorure de polyvinylidene et/ou a 
un polymere de methacrylate de methyle. 

Dans le mode de realisation de la figure 1, le 

20 substrat a une epaisseur comprise de preference entre 1 et 
100 urn. Elle depend de la frequence utilisee qui varie de 
f agon gSnerale entre 10 MHz environ pour une epaisseur de 
100 urn, et 1 GHz environ pour une epaisseur de 1 um. Le 
film est polarise a une valeur qui est avantageusement de 

25 l'ordre de 1 a 5 MV/cm. 

Les electrodes 12 et 14 peuvent etre de tout type 
. connu qui adhere bien au substrat. Par exemple, on peut 
utiliser des electrodes d'or ou d 1 aluminium, Lorsqu'il est 
souhaitable que les electrodes soient' transparentes, par 

30 exemple lorsque le substrat est suffisamment transparent 
pour transmettre de la lumi&re, elles peuvent etre formees 
d'oxyde detain, de maniere connue. 

La membrane 16 peut etre de natures et d* epaisseur s 
tres diverses. Elle depend essentiellement de la nature du 

35 compose qui doit etre detect! et des conditions d 1 utilisa- 
tion du capteur. D'abord, elle doit bien entendu resister 
au fluide constituant le vehicule du compose a- detecter. 
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Cette resistance est a la fois physique (elle ne doit pas 
etre arrachee par le courant de fluide) et chimigue {eile 
ne doit pas etre dissoute, modifiee, gonflee, etc par ce 
vehicule fluide) , 

Ensuite, la membrane doit possSder des proprietes 
convenables de selectivity vis-i-vis du compose a detecter, 
en presence des autres substances et du vehicule fluide* 
Par exemple, la membrane peut contenir de l 1 urease lors- 
qu'elle doit detecter l'uree, de la cholesterol-esterase 
lorsqu f elle doit detecter le cholesterol, de l'antialbumine 
lor squ 1 elle doit detecter l'albumine, etc. Elle peut aussi 
presenter une surface delimitant des motifs steriques ana- 
logues a ceux des cellules olfactives, ou fixer les molecu- 
les du compose a detecter par adsorption selective. 

La membrane peut etre preparee par tout procede 
connu. Comme il est souhaitable qu'elle soit tres mince 
(quelques microns par exemple ou moins), il est avantageux 
qu'elle soit formee par depot chimique €n phase vapeur. 
Cependant, un procede commode dans certains cas est une 
epitaxie par craquage et evaporation. Cette technique est 
deja connue pour la realisation de telles membranes et on 
ne la decrit done pas plus en detail. 

II est souhaitable que 1' element sensible puisse 
etre regenere afin qu'il puisse etre utilise de fagon 
repetee. Dans le cas d'une selectivite physique, la regene- 
ration de l 1 61ement sensible est relativement simple et 
peut comprendre simplement la circulation d'un courant de 
fluide depourvu du compose a detecter. En general, cette 
regeneration est facilitee par un chauffage modere de la 
membrane. Dans le cas d'une selectivite chimique, le rege- 
neration peut etre obtenue, au moins partiellement, par. une 
autre reaction chimique concurrente de la premiere.. 

Lors du fonctionnement de I 1 element sensible de la 
figure 1, la variation d' impedance due a la variation de 
masse de la membrane provoque une variation du courant qui 
circule, comme decrit plus en detail dans la suite en 
reference a la figure 4. 
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L' element sensible represents sur la figure 1 peut 
etre utilise par exemple dans le capteur de la figure 2. 
Sur cette figure , les references identiques a celles de la 
figure 1 designent des elements analogues. 
5 Les electrodes 12 et 14, qui sont revetues toutes 

deux d'une membrane 18, 16,- s'arretent avant le bord du 
• substrat et laissent une ou plusieurs parties marginales 
20 , 22 afin que le substrat puisse etre serre par un dispc- 
sitif de montage qui comporte un corps 24 et un barillet 

10 . 26, sans contact direct avec les electrodes* Lorsque le 
capteur a une forme cylindrique, le corps 24 et le barillet 
26 peuvent cooperer par vissage. Des bornes d' alimentation 
(non representees) sont au contact des electrodes et per- 
mettent 1' application d'une tension. 

15 Pendant le fonctionnement du capteur represents sur 

la figure 2, une tension alternative est appliquee aux 
bornes et 1' element sensible vibre a sa frequence de reso- 
nance, Un courant de fluide ( avantageusement un gaz) conte- 
nant le compose a detecter, auguel la membrane est selecti- 

20 vement sensible, est alors forme afin qu'il circule au 
contact de la membrane 16 seule. Comme l 1 autre membrane 18 
n'est pas au contact du courant de fluide contenant le 
compose a detecter, il apparait un desequilibre entre les 
deux Electrodes. Celui-ci se traduit par une variation 

25 d 1 impedance et provoque un deplacement de la frequence de 
resonance. Ce deplacement de frequence est detecte par un 
circuit §lectronique de type bien connu des homines du 
metier. 

II faut noter que, dans ce mode de realisation conune 
30 dans les suivants, il est souhaitable que la quantite du 
compose a detecter qui est f ixee a la membrane .soit suf fi- 
samment faible par rapport a la quantity qui peut etre 
fixee k saturation pour que la mesure soit sensible. En 
outre, dans le cas de certains processus de fixation, la 
35 mesure peut alors etre lineaire et l'etalonnage du capteur 
est simplifie. Cependant, bien que cette caracteristique 
soit avantageuse, elle n'est pas indispensable. 



* f 



2629596 

8 

La figure 3 represente une variar.te du mode de 
realisation de la figure 2. On note que le capteur comporte 
deux elements sensibles 28 et 30 analogues a celui de la 
figure 1. Gependant, un seul d'entre eux, l'element 28, est 
5 au contact du fluide contenant le compose i detecter. En. 
consequence, les deux Elements sensibles peuvent etre uti- 
lises dans un montage differentiel permettant 1' elimination 
de 1* influence de tous les parametres autres que la varia- 
tion de masse de la membrane externe, done la concentration 

10 du compose a detecter. 

La figure 4 represente schSmatiquement un circuit a 
montage differentiel comprenant un amplif icateur differen- 
tiel 32 aux entrees duquel on a represente les elements 
sensibles 28 et 30. Ceux-ci sont represents sous forme de 

15 circuits equivalents comprenant, en serie, une impedance 
insensible a la polarisation et comprenant une capacite 
(CI, C2) et une resistance (Rl; R2), et une impedance 
associee au comportement piezoelectrique (XI, X2). La va- 
riation d' impedance provoque une variation du courant elec- 

20 trique qui y circule,. et cette derniere variation est 
detectee. 

La figure 5 est une coupe d'un autre mode de reali- 
sation de 1' invention. Le substrat comporte deux films 
polym£res ferroelectriques 34 et 36 qui sont colles run a 

25 1' autre par une grande face, avec interposition d'une Elec- 
trode centrale (non representee), comme d£crit par exemple 
dans la demande de brevet frangais n° 81 24 564, et qui 
sont polarises en sens inverses afin qu'ils forment une 
structure bimorphe. Deux electrodes 38 et 40 sont appli- 

30 quees sur les faces externes du substrat et sont relives a 
des contacts 42 et 44 relies a des bornes d f alimentation et 
qui sont fixes sur un dispositif isolant de montage 46. 
L'extremite du substrat ne porte pas d' electrode et est 
revetue d'une membrane 48. Enfin, un capot . 50 entoure 

35 V element sensible afin que seule son extrEmite depasse du 
capteur. 

Les natures, les dimensions et les autres proprietes 
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du substrat, des electrodes et de la membrane peuvent etre 
analogues a celles des Elements correspondants decrits en 
reference a la figure 1. En outre, la membrane peut se 
prolonger sur les electrodes 38 et 40, ou ces dernieres 
5 peuvent etre revetues d'une membrane analogue, mais inac- 
tive, c*est-a-dire n'ayant pas d f af finite selective pour le 
compose a detecter. 

Le fonctionnement de ce. second mode de realisation 
est le suivant. L' element sensible ayant la structure bi- 

10 morphe est mis en vibration, comme le suggere la forme 
courbe de la figure 5, par application de tensions entre 
1' electrode intermediaire et les electrodes ex-ernes 38, 
40. Si un compost auquel la membrane 48 est selectivement 
sensible est present, il se fixe sur la membrane 48 et la 

15 masse de celle-ci augmente. La frequence de vibration de la 
structure bimorphe est modifiee, et l f amplitude de.la va- 
riation de frequence est une mesure de* la quantity du' 
compose qui s'est fixee a la membrane, dans la plage de 
variation lineaire, comme indique precedemment pour le 

20 premier mode de realisation. II faut noter que la membrane 
est de preference a 1 1 emplacement le plus eloigne de la 
fixation, et que la sensibilite est done la plus grande 
possible, pour une masse donnee de compose fixSe a la 
membrane. 

25 On considfere maintenant un troisilme mode de reali- 

sation de l 1 invention. Celui-ci est represents sur la figu- 
re 8, mais il convient d'abord de considerer des modes de 
realisation de la technique anterieure. 

La figure 6 reprSsente un transistor k effet de 

30 champ a grille isolee de type connu, cite dans 1* introduc- 
tion du present memoire. Un corps 52 de silicium monocris- 
tallin de type p comporte des regions dopees de type n 
formant des regions de source et de drain 54 et 56, un 
isolant de grille 58, formS.de nitrure de silicium, et une 

35 electrode auxiliaire 60. Dans ce transistor, une membrane 
enzymatique 62, sensible au compose a analyser, est dispo- 
see sur 1" isolant de grille. La fixation du compose a 
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analyser provoque la variation du potentiel eiectrique de 
la membrane et en consequence de celui de 1' isolant de 
grille. Le courant de drain du transistor est ainsi mod.i- 
fi6. Ce transistor ne comporte aucun element ferroelectri- 
5 que ou piezoelectrique, ' mais il indique qu'un fonctionne- 
ment eiectrique peut etre modifie par la fixation d'un 
compose sur une membrane. 

La figure 7 represente un autre transistor connu, 
decrit dans un article de N. Yamauchi, J. of Applied 

10 Physics of Japan, 1986, vol. 25, p. 590-594. II comporte un 
corps 64 de silicium monocristallin ayant deux regions 
dopees formant des regions de source et de drain 66 et 68. 
L'electrode de * grille 70 est separee du corps 64 par un 
isolant de grille constitue par une couche centrale 72 d'un 

15 polymer e f erroelectrique entouree de part et d 'autre par 
des couches isolantes 74 et 76 d'oxyde de silicium. La 
polarisation de la couche centrale du polymere ferrofilec- 
trique peut etre commutSe par application d'un champ eiec- 
trique dans un sens ou dans 1' autre. Ce transistor peut 

20 done censtituer une cellule de memoire permanente.' Ce dis- 
positif f onctionne en courant continu, il ne met pas en 
oeuvre les proprietes pi6zo61ectriques du polymere, et il 
ne comporte aucune membrane capable de fixer un compose 
quelcongue. 

25 La figure 8 represente un capteur selon un troisieme 

mode de realisation, sous forme d'un transistor. Celui-ci 
comporte un corps 78 de silicium monocristallin de type p, 
des regions dopees de type n formant une source et un 
drain 80 et 82, et une electrode de grille 84. Une couche 

30 ,86 d'un polymere ferroelectrigue constitue V isolant de 
grille. Elle peut eventuellement etre munie de couches 
isolantes analogues aux couches 74 et 76 de la figure 7. La 
structure decrite jusqu'a present est done semblable . a 
celle du transistor de la figure 7. 

35 Selon 1' invention, une membrane selectivement reac- 

tive 88 est formee sur l'electrode de grille 84. Cette 
couche peut etre formSe de la meme mani&re que la membrane 
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decrite en reference a la figure 1. II faut 'que, dans le 
dispositif terming elle reste exposfie a I'exterieur' du 
capteur . 

Cet element sensible peut etre fabrique par les 
5 techniques classiques de fabrication des semi-concucteurs, 
et la couche du polymere peut etre realisee par depot 
chimique en phase vapeur. On peut avantageuseraent se repor- 
ter a V article precite de Yamauchi pour la description 
d'un exemple de procede de realisation. 
10 On considere maintenant le fonctionnement du dispo- 

sitif de la figure 8. Contrairement au dispositif de la 
figure 7, le capteur est utilise en courant alternatif . La 
variation de l 1 impedance autour de la frequence de resonan- 
ce provoque une modulation du courant de drain, par pince- 
15 ment du canal source-drain. La mesure du courant de drain 
permet alors la determination de la charge massique de la 
membrane, et done de la concentration du compose fixe par 
la membrane. 

Dans tousles modes de realisation de 1* invention, 
20 i« element sensible est utilise a la resonance ou a son 
voisinage. La sensibilite est done tres grande, si bien que 
ces capteurs sont essentiellement destines a la mesure de 
concentrations tres faibles, allant de quelques parties par 
milliard a quelques parties par million. 
25 Les hommes du metier connaissent bien les appareils 

et circuits electroniques nScessaires pour le traitement et 
la mesure de courants ou de frequences k la resonance et a 
son voisinage. On ne les decrit done pas dans le present 
memoire. 
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REVENDICATIONS 

1. Element sensible destine a la detection d'au moins un 
compose present a une faible concentration dans un fluide, 
caracterise en. ce qu'il comprend un substrat etendu (10) 

5 forme par au moins un film non rigide d'un polymere ferro- 
electrigue ayant deux grandes faces, deux Electrodes (12, 
14) dont 1'une au moins est formee sur une grande face du 
substrat, et au moins une membrane (16) formant une surface 
externe de 1' element sensible, la membrane etant d'un type 
10 capable de fixer selectivement ledit compose, 

2. Element selon la revendication 1, caract6ris6 en ce 
que les deux electrodes (12, 14) sont formfies sur les deux 
grandes faces du substrat, et la membrane (16) est appli- 
quee sur une electrode au moins, du cote oppose au 

15 substrat. 

3. Element selon la revendication 1, caracterise en ce 
que le substrat comporte deux films f erroelectriques (34, 
36) colUs l'un a 1* autre par une de leurs faces et ayant 
des polarisations de sens inverses, V element sensible 

20 formant ainsi un element bimorphe. 

4. Element selon la revendication 3, caracterise en ce 
que la membrane (48) est disposee au moins a l'extremite du 
substrat qui est opposde & celle qui est destinee a etre 
fixee. 

25 S. Element selon la revendication 1, caracterise en ce 

que le substrat (86) est forme par un seul film de polymere 
ferroelectrique, et ce film constitue I'isolant de grille 
d'un transistor a effet de champ, la membrane (88) etant 
disposSe sur V Electrode (84) qui constitue V Electrode de 

30 grille du transistor. 

6. Element selon l'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que le polymfere ferroelec- 
trique est choisi dans le groupe qui comprend le fluorure 
de polyvinylidene, les copolymeres de fluorure de vinyli- 

35 dene et de tr if luorethylene, les copolymeres de fluorure de 
vinylidene et de tetraf luorethylene, les melanges de deux 
au moins de ces polymere et copolymeres, et les melanges de 
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I'un au moins.de ces polymere et copolymeres avec du poly- 
methacrylate de mSthyle. 

7. Element selon l'une quelcongue de revendicaticns 
precedentes, caracterise en ce que la membrane (16) fixe 

5 preferentiellement ledit compose par un effet physique 
sterique, ou par une reaction chimique due a une af finite 
sp6cifique. 

8. Element selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la membrane (16) est 

10 d'un type qui, apres fixation dudit compose, peut etre 
regenere. 

9. Capteur destine h la detection qualitative ou quan- 
titative d'un compose present k une faible concentration 
dans un fluide, caracterise en ce gu'il ccmporte un element 

15 sensible selon l'une quelcongue des revendications prece- 
dentes, un dispositif de montage. (24, 26) destine a suppor- 
ter I 1 element sensible, et au moins deux bornes d ! alimenta- 
tion connectees aux deux electrodes. 

10 . Capteur selon la revendication 9, caracterise en ce 
20 qu'il comprend un second element sensible (30) semblable au 

premier (28), le dispositif de montage 6tant tel que le 
second element. (30) n'est pas expose au compose qui doit 
etre detecte tout en etant place par ailleurs pratiquement 
dans les memes conditions que le premier element (28), afin 
25 que le capteur permette une mesure dif ferentielle de la 
presence ou de la concentration dudit compost 
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